
















































平成16年度 I 1，500 I 0 
平成17年度 I2，100 I 0 




1. S. N. Abolmasov， T.Shirafuji and K. Tachibana:“Submillimeter di-
electric barrier discharges at atmospheric pressure: edgeそ酔ct"，IEEE
Trans. Plasma Science， 33， 941-948 (2005). 
2. T. Somekawa， T.Shirafuji， O. Sakai， K. Tachibana and K. Matsunaga: 
“Ejjセctsof self-erasing dischal宮eson the uniformity of the dielectric 
barrier discharge"， J.Phys. D: Appl. Phys.， 38， 1910-1917 (2005). 
3. R. Abo， S.N. Abolmasov， T.Shira釦~i and K. Tachibana:“Spatiotem-
poralsuヴacechαrgemeasurement in twoかpesof dielectric barrier dis-
charges using pockels effect"， Jpn. J. Appl. Phys. (2006); accepted for 
publication (発表予定).
(2)口頭発表
1. S. N. Abolmasov， T.Shirafuji and K. Tachibana:“Different dischαrge 
modes in 1陣bardielectric barrier discharges: edge， temperature αnd 
quantum effects"， The 7th asia pacific onference on plasma science and 
technology (APCPS下7)and The 17th symposium on plasma science 
for materia1s (SPSM幽17)，Fukuoka， Japan， June 29・July2， 2004， 01P-
39， p.393 (2004). 
2. S. N. Abolmasov， T.Shirafuji and K. Tachibana:“Suゆcecharge den-
sity measurement in dielectric barrier dischαrge with stabilized fila圃
ments: pockels technique"， The 7th asia pacific conference on plasma 
science and technology (APCPS下7)釦 d官le17th symposium on plasma 
science for materials (SPSM-17)， Fukuoka， Japan， June 29-July 2，2004， 
01P岡40，p.394 (2004). 
3. S. N. Abolmasov， T.Shirafuji and K. Tachibana: "Rαttern formation in 
unipolar-pulsed dielectric barrier discharges"，百le22nd symposium 
on plasma processing (SPP国22)，Nagoya， Japan， January 26帽28，2005，
P2圃34，pp.285-286 (2005). 
H 
4. S. N. Abolmasov， T.Shirafuji and K. Tachibana:“Experimentlα1 study 
Qザfpμαt俄tern冗'lformαωtio仰ni仇nu仰n叫吻1科巾{がpolαar-印幽'-pulseddielectric barrier dぬi.おschαr昭-ge‘s"
百1碍e1η7t由hi泊nt旬ema矧lio∞na1s勾ymposi加um宜mo∞npμlaおsmachemis佐y(ISPC幽17)，Toronto， 
Canada， August 7-12，2005， G4， 6 pages in CDROM (2005). 
5. R. Abo， S.N. Abolmasov， T.Shirafuji and K. Tachibana: “Spatio-
temporal suゆcecharge measurement in twoかpesof dielectric bar-
rier dischαrges using pockels effect"， The 6th intemationa1 conference 
on reactive plasmas (ICRP固め如d百le23rd symposium on plasma pro-
cessing (SPP-23)， MatsushimaJSendai， Japan， January 24-27， 2006， P-
1B-43， pp.365-366 (2006). 
11 
目次
1 研究成果 1 
1.1 本研究の背景
1.2 蓄積電荷と放電様式の関係. • 4 
1.3 ポッケルス効果を用いた蓄積電荷分布の評価. 8 
1.3.1 空間分解能の予備検討. 8 
1.3.2 無放電時電圧の影響の予備検討. 12 
1.3.3 測定感度の予備検討 14 
1.3.4 ポッケルス効果を用いた蓄積電荷評価装置. • . . 17 
1.3.5 5%XelNe沿面放電の電荷蓄積特性. • 20 
1.3.6 100%He沿面放電の電荷蓄積特性. 30 
1.3.7 自己組織化フィラメント放電の蓄積電荷評価.. . 32 




















































。 2 3 4 5x10-3 


































































































































































































































ω ‘問、-コ~ 0.0 r-
ロ3
'-
C .c u 
Z-O 5 
(a) 














-{ ¥ I-----Applied voltage 
ーーー ーーー・-/1
































B -0.5 u 
〈 (c' ) 
V1 = 7 kV (Glow-Iike) 
(b) 



















































































































































































200 300 400 
x (μm) 






















200 300 400 
x (ドm)
200 300 400 
x (~m) 












































600 500 400 300 
x (μm) 























400 200 100 
200 
100 
600 500 300 
x (~m) 
(a) Period 100 !-1m 





























































































Glass トベ佐官m Gap 0B.S1O 2mm 2mm 0.5mm 
600 600 
〉 〉
a 童告 相 O 告a苦 岨0
200 r向、 200ト (b)
匝~
O | ト |
O o |O 
O 2 3 4 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
Distance from top surface (mm) Distance from top surface (mm) 

























Material λ(nm) V;π(kV) rij(pmN) εn 
BSO 633 3.86 r41 = 5 56 2.54 
KDP 633 9.30 r41 8ε1=ε:2 = 42 no = 1.5074 
r63 = 11ε3 = 21 ne = 1.4669 
ADP 633 10.5 r41 = 23.41ε1=ε2 = 46 no = 1.5220 
r臼 =27.6ε3= 15 ne = 1.4773 
Vπ: Ha1f.剛wavevoltage， rij: Electro-optical coefficients， 
ε: Relative dielec凶cconstant， n:Refractive index 
BSO: Bi12Si020， KDP: KH2P04， ADP: (NH4)H2P04 
Vによって発生する位相差であり，次式で与えられる(なお， π/2の因子
は，後述の感度向上のために挿入されたλ/4波長板によるオフセットで
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Voltage across the crystal (V) 
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用いており，それぞれの単位面積あたりの容量は， 2.48 X 10-11 F/cm2(2 
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圧力 (To町 60 90 120 
電源積分法による (nC/cm2) 76 54 43 

















V Gap I Phase 3: Termination士九pp-2VBSO rv 590 Vぅ (1.6) 
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図1.36放電ガス=100%Ar，圧力 800Torr，印加電圧=0.8kV (1.3 kHz)，ギ、ヤツプ間隔
=0.5mm，における誘電体表面上の放電パターンと蓄積電荷量.
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